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非鉛圧電体薄膜の開発
Pb(Zr,Ti)O3 → BiFeO3

製膜プロセスとMEMSプロセスの整合性

IoT社会を支えるデバイス
小型電子デバイス向け自立型電源

圧電型振動発電デバイス
・圧電体の薄膜化
・MEMS加工による微細化

圧電体薄膜/カンチレバー

錘

基板

ユニモルフ構造

長さ：6～10 mm

幅： 1～2.5 mm

厚さ：50 mm

単位面積当たりの発電量
10.5 μW・mm-2･G-2

PZTとほぼ同等で世界最高レベル達成
M. Aramaki, T. Yoshimura, S. Murakami et al., 
Sensor and Actuators A: Physical, 291 (2019) pp.167.
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熱酸化 下部電極・圧電膜製膜
上部電極形成

圧電膜のエッチング
Si活性層のDRIE

裏面熱酸化膜
パターニング

裏面よりDRIE 埋込み酸化膜除去


